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【はじめに】 ビスマスフェライト BiFeO3(BFO)は、優れた強誘電性ならびに圧電性を有することから、現在

MEMS などの分野で広く用いられている PZT 等の鉛含有材料の代替として注目されている。BFO は特定

の結晶方位に分極軸を有しており、その分極軸を整列させることで更なる材料特性の向上が期待され、

実際にエピタキシャル BFO 薄膜では巨大分極特性が確認されている 1)。本研究では、前回の PZT 薄膜

における試み 2)と同様、汎用基板上における薄膜材料の結晶配向性制御とそれに基づいた分極特性向

上を目指し、擬ペロブスカイト結晶構造を有する Ca2Nb3O10 ナノシート(ns-CN)をバッファー層として金属

基板上に導入することで金属基板上に一軸配向性のビスマスフェライト基薄膜を作製することを試みた。 

【実験】 ns-CNは層状酸化物KCa2Nb3O10の化学的

層間剥離により作製した3)。これを精製水に分散させ

ディップコート法によりPt/SUS316L基板上に導入した。

続いてBi(O-t-C5H11)3, Fe(acac)3, (CH3COO)2Mn.4H2O

を 2- メ ト キ シ エ タ ノ ー ル に 溶 解 さ せ 、 仕 込 組 成

Bi:Fe:Mn = 1.00: 0.97:0.03の前駆体溶液 (溶液濃度

0.1 mol dm-3) を調製した。この溶液をスピンコーティ

ングにより基板上に塗布し、乾燥 (150 oC, 1 min, 空

気中), 熱分解 (400 oC, 1 min, 空気中), 結晶化 

(600 oC, 5 min, N2 中 ) の 工 程 を 繰 り 返 し 、

BiFe0.97Mn0.03O3 (Mn-BFO) 薄膜試料を作製した。 

【結果と考察】 作製した試料の XRD 測定結果を

図 1 に示す。ナノシート未導入の Pt/SUS316L 基板

上に作製した Mn-BFO 薄膜がランダム配向性であ

ったことにに対して、ナノシートを導入した Pt/ 

SUS316L 基板上の Mn-BFO 薄膜では結晶性が向上

したことに加えて、ペロブスカイト相(100)面が基

板面方位に対して優先的に結晶成長した。この結

果は ns-CN（a = 0.3953 nm, b = 0.3968 nm）と BFO (a 

= 0.3935 nm)の間に格子整合性が存在するためで

あると予想される。続いて図 2に結晶化温度 600 oC

で作製した試料の P-E ヒステリシスループを示す。

Pt/SUS316L上のMn-BFO薄膜での残留分極値は34 

C/cm2 であったが、ns-CN/Pt/SUS316L 上の試料で

は 49 C/cm2 となった。ns-CN/Pt/SUS316L 上の

Mn-BFO 薄膜ではエピタキシャル BFO 薄膜と同様

に分極軸が基板面に対して垂直方向に整列し、結

果としてその分極特性が増強されたと考えられる。 

Fig. 1 XRD patterns of Mn-BFO films fabricated  
on (a) ns-CN/Pt/SUS316L and (b) Pt/SUS316L. 

Fig. 2 P-E loops of Mn-BFO films fabricated on 
(a) ns-CN/Pt/SUS316L and (b) Pt/SUS316. 
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